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OLED器件的封装组件及封装方法、显示装置

(57)摘要

本发明公开一种OLED器件的封装组件及封

装方法、显示装置。覆盖OLED器件的第一阻挡层

远离OLED器件的一侧设置有第一图案区和第二

图案区，第一阻挡层在第一图案区的厚度小于其

在第二图案区的厚度；涂覆于第一阻挡层上的缓

冲层中掺杂有导热粒子。基于此，本发明能够避

免封装薄膜因OLED器件弯折而剥落，以及防止采

用喷墨打印技术形成封装薄膜时产生液滴溢流，

并且有助于提高OLED器件的快速散热能力。
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1.一种OLED器件的封装组件，其特征在于，所述封装组件包括：

衬底基材，用于承载OLED器件；

覆盖所述OLED器件的第一阻挡层，所述第一阻挡层远离所述OLED器件的一侧设置有第

一图案区和第二图案区，所述第一图案区和第二图案区沿预定方向交错设置形成带状区

域，相邻两个带状区域之间形成第三图案区，所述第三图案区可以暴露OLED器件的表面，所

述第一阻挡层在第一图案区的厚度小于其在所述第二图案区的厚度；

涂覆于所述第一阻挡层上的缓冲层，所述缓冲层中掺杂有导热粒子。

2.根据权利要求1所述的封装组件，其特征在于，所述封装组件还包括第二阻挡层，用

于覆盖所述缓冲层和所述第一阻挡层。

3.根据权利要求2所述的封装组件，其特征在于，所述第二阻挡层远离所述缓冲层的一

面为光滑平面。

4.根据权利要求1所述的封装组件，其特征在于，所述导热粒子的制造材料包括可透光

的导热材料。

5.一种显示装置，其特征在于，所述显示装置包括上述权利要求1～4任一项所述的

OLED器件的封装组件。

6.一种OLED器件的封装方法，其特征在于，所述封装方法包括：

提供一衬底基材；

将OLED器件承载于所述衬底基材上；

在所述OLED器件上覆盖第一阻挡层，所述第一阻挡层远离所述OLED器件的一侧设置有

第一图案区和第二图案区，所述第一图案区和第二图案区沿预定方向交错设置形成带状区

域，相邻两个带状区域之间形成第三图案区，所述第三图案区可以暴露OLED器件的表面，所

述第一阻挡层在第一图案区的厚度小于其在所述第二图案区的厚度；

在所述第一阻挡层上涂覆缓冲层，所述缓冲层中掺杂有导热粒子。

7.根据权利要求6所述的封装方法，其特征在于，在所述第一阻挡层上涂覆缓冲层之

后，所述封装方法还包括：

形成覆盖所述缓冲层和所述第一阻挡层的第二阻挡层。

8.根据权利要求7所述的封装方法，其特征在于，所述第二阻挡层远离所述缓冲层的一

面为光滑平面。

9.根据权利要求6所述的封装方法，其特征在于，采用可透光的导热材料制得所述导热

粒子。

10.根据权利要求6所述的封装方法，其特征在于，通过基于掩膜板的图案化工艺形成

所述第一阻挡层。
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OLED器件的封装组件及封装方法、显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及显示领域，具体涉及一种OLED(Organic  Light  Emitting  Diode,有机

发光二极管)器件的封装组件及封装方法、显示装置。

背景技术

[0002] OLED作为新一代的显示器，与传统的液晶显示器的不用之处在于其无需采用背光

源，通过在衬底基板上制作有机薄膜，有机薄膜被包裹在阴极和阳极金属之间，给两电极施

加电压，则有机薄膜就会发光。由于有机薄膜的有机材料对水汽和氧气非常敏感，水/氧的

渗透会大大缩减OLED器件的寿命，因此为了达到市场对其使用寿命和稳定性的要求，业界

对OLED器件的封装效果的要求非常高。

[0003] 当前，业界对OLED器件一般采用薄膜封装方式进行封装，如图1所示，在OLED器件

11上形成覆盖OLED器件11的封装薄膜12，该封装薄膜12由阻挡层121和缓冲层122交替沉积

形成。阻挡层121作为水/氧的有效阻挡层，其主要成分为无机物，并且其在制备过程中会出

现针孔(Pinholes)、异物(Particle)等缺陷。缓冲层122的主要成分为有机物，其作用为覆

盖阻挡层121的缺陷以实现平坦化。其中，水/氧的阻隔能力越强，阻挡层121的厚度越大，其

在OLED器件11弯折时受到的应力越大，这使得薄膜12容易从OLED器件11上剥落。并且，为了

提高材料利用率以节省成本，现有技术一般采用喷墨打印(Ink-jet  printing,IJP)方法形

成缓冲层122，如何防止形成缓冲层122的液滴溢流非常关键。另外，OLED器件11的轻薄化设

计趋势，使其布线较为密集，如何提高OLED器件11的快速散热能力也非常重要。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明提供一种OLED器件的封装组件及封装方法、显示装置，能够避免

封装薄膜因LED器件弯折而剥落，以及防止采用喷墨打印方法形成封装薄膜时产生液滴溢

流，并且有助于提高OLED器件的快速散热能力。

[0005] 本发明一实施例的OLED器件的封装组件，包括：

[0006] 衬底基材，用于承载OLED器件；

[0007] 覆盖OLED器件的第一阻挡层，第一阻挡层远离OLED器件的一侧设置有第一图案区

和第二图案区，第一图案区和第二图案区沿预定方向交错设置，第一阻挡层在第一图案区

的厚度小于其在第二图案区的厚度；

[0008] 涂覆于第一阻挡层上的缓冲层，缓冲层中掺杂有导热粒子。

[0009] 本发明一实施例的显示装置，包括上述OLED器件的封装组件。

[0010] 本发明一实施例的OLED器件的封装方法，包括：

[0011] 提供一衬底基材；

[0012] 将OLED器件承载于衬底基材上；

[0013] 在OLED器件上覆盖第一阻挡层，第一阻挡层远离OLED器件的一侧设置有第一图案

区和第二图案区，第一图案区和第二图案区沿预定方向交错设置，第一阻挡层在第一图案
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区的厚度小于其在第二图案区的厚度；

[0014] 在第一阻挡层上涂覆缓冲层，缓冲层中掺杂有导热粒子。

[0015] 有益效果：本发明设计第一阻挡层具有预定图案，使得第一阻挡层在第一图案区

的厚度小于其在第二图案区的厚度，降低第一阻挡层在OLED器件弯折时受到的应力，从而

能够避免封装薄膜因OLED器件弯折而剥落；并且，第一图案区可以容纳采用喷墨打印技术

形成缓冲层的液滴，防止液滴溢流；另外，第一阻挡层中的导热粒子有助于提高OLED器件的

快速散热能力。

附图说明

[0016] 图1是现有技术中OLED器件的封装组件的剖面示意图；

[0017] 图2是本发明一实施例的显示装置的剖面示意图；

[0018] 图3是图2所示的缓冲层和第一阻挡层的结构俯视图；

[0019] 图4是用于制得图3所示第一阻挡层的掩膜板的结构俯视图；

[0020] 图5是本发明一实施例的OLED器件的封装方法的流程示意图。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明所提供的各个示例性的实施例的技

术方案进行清楚、完整地描述。在不冲突的情况下，下述各个实施例以及实施例中的特征可

以相互组合。

[0022] 请参阅图2，为本发明一实施例的显示装置。所述显示装置包括OLED器件20以及该

OLED器件20的封装组件。所述封装组件可以包括衬底基材21、第一阻挡层22及缓冲层23。

[0023] OLED器件20承载于衬底基材21上。所述衬底基材21包括但不限于透明玻璃基板或

透明塑料基板，在制作柔性显示装置时，衬底基材21可以采用可弯折的透明塑料基板。

[0024] 第一阻挡层22覆盖OLED器件20。该第一阻挡层22远离OLED器件20的一侧具有预定

图案，例如图3所示，第一阻挡层22可以包括沿平行于衬底基材21方向(水平方向)间隔交替

设置的多个带状区域，每一带状区域包括沿垂直方向依次交替连接的第一图案区221和第

二图案区222，第一阻挡层22在第一图案区221的厚度小于其在第二图案区222的厚度。而相

邻两个带状区域之间的区域可视为第一阻挡层22的第三图案区223，第三图案区223可以暴

露OLED器件20的表面。

[0025] 本发明可采用PECVD(Plasma  Enhanced  Chemical  Vapor  Deposition,等离子增

强化学气相沉积)方法形成第一阻挡层22。具体而言：首先，将承载有OLED器件20的衬底基

材21放置于一密封腔体中，并在OLED器件20上放置掩膜板40，如图4所示，掩膜板40包括镂

空区41和非镂空区42，镂空区41包括相互导通的第一子区域411和第二子区域412，第一子

区域411的面积小于第二子区域412的面积，且第一子区域411和第二子区域412可以均为矩

形，第一子区域411和第一图案区221在俯视时的形状相同，第二子区域412和第二图案区

222在俯视时的形状相同。然后，向密封腔体中通入反应气体，例如含有SiH4(硅烷)、NH3(氨

气)和N2(氮气)的混合气体，接着对反应气体进行射频放电，使得反应气体反应生成SiNx(硅

的氮化物)，该SiNx通过掩膜板40的镂空区41沉积在OLED器件20上，从而形成第一阻挡层

22。
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[0026] 当掩膜板40的镂空区41的数量小于第一图案区221或第二图案区222的数量时，本

发明可以在一次PEVCD制程之后，水平移动掩膜板40至预定区域，再次进行PEVCD制程。根据

第一阻挡层22所设计的第一图案区221和第二图案区222的图形和数量来确定移动的距离

和次数，从而形成具有预定图案的第一阻挡层22。

[0027] 当然，本发明还可以采用ALD(Atomic  layer  deposition,原子层沉积)方法、PVD

(Physical  Vapor  Deposition,物理气象沉积)方法及CVD(Chemical  Vapor  Deposition,

化学气相沉积)方法中的任一种，并结合所述掩膜板40形成具有预定图案的第一阻挡层22。

[0028] 并且，第一阻挡层22的制造材料还可以为其他无机物，例如铝的氮化物、铝的氧化

物、铝的氮氧化物、硅的氧化物、硅的氮氧化物。

[0029] 继续参阅图2和图3，缓冲层23涂覆于第一阻挡层22上，缓冲层23可以完全覆盖第

一图案区221、第二图案区222及第三图案区223，即缓冲层23为完全覆盖第一阻挡层22的一

整面结构。当然，在本发明其他实施例中，缓冲层23还可以仅覆盖第一图案区221和第三图

案区223。另外，缓冲层23中掺杂有导热粒子231。

[0030] 缓冲层23的制造材料可以为有机物，例如环氧树脂、硅基聚合物、PMMA(聚甲基丙

烯酸甲酯)。导热粒子231由导热系数较大的材料制得，例如石墨烯、碳纳米管、氧化铝、氧化

镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼，又例如银、铜、金、铝及其合金。

[0031] 本发明无需掩膜板即可形成所述缓冲层23，例如采用ODF(One  Drop  Filling ,滴

注)方法、喷墨打印方法和喷嘴印刷(Nozzle  printing)方法中的任一种形成缓冲层23，以

节省掩膜板的设计与生产成本，从而降低整个封装组件的生产与制造成本。

[0032] 以ODF方法为例，在实际应用场景中，首先对纳米级氧化铝粒子进行亲水改性，然

后采用高速剪切分散乳化机将氧化铝粒子均匀分散到环氧树脂中，其中氧化铝粒子的掺杂

量可以为3～50wt％(重量百分比)，形成的缓冲溶液的粘度小于0.5Pa·s(帕斯卡每秒)，最

终在80～100℃的温度中进行固化，形成缓冲层23。当然，本发明也可以采用UV

(Ultraviolet,紫外线照射或辐射)固化方式形成缓冲层23。

[0033] 在本发明中，第一阻挡层22为水/氧的有效阻挡层，缓冲层23用于覆盖第一阻挡层

22以实现平坦化，缓冲层23和第一阻挡层22可视为OLED器件20的封装薄膜。相比较与现有

技术，本发明设计第一阻挡层22在第一图案区221的厚度小于其在第二图案区222的厚度，

相当于对第一阻挡层22远离OLED器件20的一侧进行了图案化制程，在OLED器件20弯折时，

第一图案区221和第二图案区222的边缘部分不会产生挤压，降低了第一阻挡层22在OLED器

件20弯折时受到的应力，从而能够避免封装薄膜因OLED器件20弯折而剥落。并且，第一图案

区221可以容纳采用喷墨打印等方法形成缓冲层23时的液滴，防止液滴溢流。另外，缓冲层

23中的导热粒子231有助于提高OLED器件20的快速散热能力，同时，在缓冲层23中添加导热

粒子231可以延长水/氧进入OLED器件20的路径，进一步提高OLED器件20抗水/氧能力。

[0034] 进一步地，本发明可以采用光透过率高的导热材料制得导热粒子231，以保证OLED

器件20的出光性能。

[0035] 请继续参阅图1，本发明一实施例的封装组件还可以包括覆盖缓冲层23和第一阻

挡层22的第二阻挡层24。该第二阻挡层24的制造材料可以与第一阻挡层22的制造材料相

同。本发明无需掩膜板即可形成所述第二阻挡层24，例如采用ODF方法、喷墨打印方法和喷

嘴印刷方法中的任一种形成第二阻挡层24，以节省成本。

说　明　书 3/5 页

5

CN 106972113 B

5



[0036] 第二阻挡层24远离缓冲层23的一面可以为光滑平面。在第二阻挡层24远离缓冲层

23的一面贴附保护膜或具有触控(touch  sensor)功能的触控膜时，本发明不会在光滑平面

与保护膜或触控膜的贴附处出现微小的沟壑，从而能够避免在OLED器件20显示时出现

bubble(泡影)。

[0037] 请参阅图5，为本发明一实施例的OLED器件的封装方法。所述封装方法可以包括以

下步骤S51～S54。

[0038] S51：提供一衬底基材。

[0039] 所述衬底基材包括但不限于透明玻璃基板或透明塑料基板，在制作柔性OLED显示

器时，衬底基材可以采用可弯折的透明塑料基板。

[0040] S52：将OLED器件承载于衬底基材上。

[0041] S53：在OLED器件上覆盖第一阻挡层，第一阻挡层远离OLED器件的一侧设置有第一

图案区和第二图案区，第一图案区和第二图案区沿预定方向交错设置，第一阻挡层在第一

图案区的厚度小于其在第二图案区的厚度。

[0042] 该第一阻挡层远离OLED器件的一侧具有预定图案，例如，第一阻挡层可以包括沿

平行于衬底基材方向(水平方向)间隔交替设置的多个带状区域，每一带状区域包括沿垂直

方向依次交替连接的第一图案区和第二图案区，第一阻挡层在第一图案区的厚度小于其在

第二图案区的厚度。而相邻两个带状区域之间的区域可视为第一阻挡层的第三图案区，第

三图案区可以暴露OLED器件的表面。

[0043] 本发明可采用PECVD方法形成第一阻挡层。具体而言：首先，将承载有OLED器件的

衬底基材放置于一密封腔体中，并在OLED器件上放置掩膜板，掩膜板包括镂空区和非镂空

区，镂空区包括相互导通的第一子区域和第二子区域，第一子区域的面积小于第二子区域

的面积，且第一子区域和第二子区域可以均为矩形，第一子区域和第一图案区在俯视时的

形状相同，第二子区域和第二图案区在俯视时的形状相同。然后，向密封腔体中通入反应气

体，例如含有SiH4、NH3和N2的混合气体，接着对反应气体进行射频放电，使得反应气体反应

生成SiNx，该SiNx通过掩膜板的镂空区沉积在OLED器件上，从而形成第一阻挡层。

[0044] 当掩膜板的镂空区的数量小于第一图案区或第二图案区的数量时，本发明可以在

一次PEVCD制程之后，水平移动掩膜板至预定区域，再次进行PEVCD制程。根据第一阻挡层所

设计的第一图案区和第二图案区的图形和数量来确定移动的距离和次数，从而形成具有预

定图案的第一阻挡层。

[0045] 当然，本发明还可以采用ALD方法、PVD方法及CVD方法中的任一种，并结合所述掩

膜板形成具有预定图案的第一阻挡层。

[0046] 并且，第一阻挡层的制造材料还可以为其他无机物，例如铝的氮化物、铝的氧化

物、铝的氮氧化物、硅的氧化物、硅的氮氧化物。

[0047] S54：在第一阻挡层上涂覆缓冲层，缓冲层中掺杂有导热粒子。

[0048] 缓冲层可以完全覆盖第一图案区、第二图案区及第三图案区，即缓冲层为完全覆

盖第一阻挡层的一整面结构。当然，在本发明其他实施例中，缓冲层还可以仅覆盖第一图案

区和第三图案区。另外，缓冲层中掺杂有导热粒子。并且，本发明可以采用光透过率高的导

热材料制得导热粒子，以保证OLED器件的出光性能。

[0049] 缓冲层的制造材料可以为有机物，例如环氧树脂、硅基聚合物、PMMA。导热粒子由
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导热系数较大的材料制得，例如石墨烯、碳纳米管、氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化

硼，又例如银、铜、金、铝及其合金。

[0050] 本发明无需掩膜板即可形成所述缓冲层，例如采用ODF方法、喷墨打印方法和喷嘴

印刷方法中的任一种形成缓冲层，以节省掩膜板的设计与生产成本，从而降低整个封装组

件的生产与制造成本。

[0051] 以ODF方法为例，在实际应用场景中，首先对纳米级氧化铝粒子进行亲水改性，然

后采用高速剪切分散乳化机将氧化铝粒子均匀分散到环氧树脂中，其中氧化铝粒子的掺杂

量可以为3～50wt％，形成的缓冲溶液的粘度小于0.5Pa·s，最终在80～100℃的温度中进

行固化，形成缓冲层。当然，本发明也可以采用UV固化方式形成缓冲层。

[0052] 本发明还可以在步骤S54之后，形成覆盖缓冲层和第一阻挡层的第二阻挡层，即所

述封装方法还可以包括步骤S55：

[0053] S55：形成覆盖缓冲层和第一阻挡层的第二阻挡层。

[0054] 其中，第二阻挡层远离缓冲层的一面为光滑平面。该第二阻挡层的制造材料可以

与第一阻挡层的制造材料相同。本发明无需掩膜板即可形成所述第二阻挡层，例如采用ODF

方法、喷墨打印方法和喷嘴印刷方法中的任一种形成第二阻挡层，以节省成本。

[0055] 上述OLED器件的封装方法可用于制得具有图2所示结构的封装组件，因此具有与

其相同的有益效果。

[0056] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发

明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，例如各实施例之间技术特征的相互

结合，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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